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Diodos lentos e Diodos rapidos de poténcia.
1.1. Caracteristica Vak versus lak.
1.2. Caracteristicas eléctricas.
1.2.1. Emtensao : Vrsm, Vrrm, Vrwm, Vd...
1.2.2. Em corrente: Idav, Idrms...
1.2.3. Em poténcia.
1.3. Caracteristicas térmicas.
1.3.1. Tjmax, Raqi, Zqi.
.4. Funcionamento em comutacgao.
.5. Protecgbes térmicas.
1.5.1. Dimensionamento do dissipador.
1.6. Aplicacdo em conversores electronicos de poténcia.

1
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O Tiristor.
2.1. Caracteristica Vak versus lak.
2.2. Caracteristicas eléctricas.
2.21. Emtenséao : Vdsm, Vdrm, Vdmm, Vrsm, Vrrm, Vrwm, Vi, Vrgm, Vgt, Vgd, dv/dt (max).
2.2.2. Em corrente: Itav, Itrsm, Itrm, ltsm, Ir, Id, II, Ih, Igt, di/dt (max).
2.2.3. Em poténcia: 12t, Pg(av), Pg(max), Pd, Pg(pk).
2.3. Caracteristicas térmicas.
2.3.1. Tjmax, Raqi, Zqi.
2.4.Funcionamento em comutacao e caracteristicas de comando da porta.
2.4.1. Definigéo de tgd, tgr, tgt.
2.4.2. Influéncia da forma de onda da corrente de porta na entrada em conducéo.
2.4.3. Dimensionamento do circuito de comando.
2.4.4. Dimensionamento do circuito de comando com Transformadores de Impulsos.
2.5. Protecgdes eléctricas.
2.5.1. Em maximo gradiente de corrente dlak/dt(max).
2.5.2. Em maximo gradiente de tensdo dVak/dt(max).
2.5.3. Em curto circuito e sobrecargas.
2.5.4. Em sobretensao.
2.6. Protecgoes térmicas.
2.6.1. Dimensionamento do dissipador.
2.7. Aplicacado em conversores electronicos de poténcia.

O Triac.
3.1. Caracteristica Vak versus lak.
3.2.Caracteristicas eléctricas.
3.2.1. Em tenséo.
3.2.2. Em corrente.
3.2.3. Em poténcia.
3.3. Caracteristicas térmicas.
3.4.Funcionamento em comutagao e caracteristicas de comando da porta.
3.4.1. Quadrantes de funcionamento.
3.4.2. Sensibilidade da porta.
3.4.3. Funcionamento com carga indutiva.
3.5. Protecgdes eléctricas.
3.5.1. Em maximo di/dt.
3.5.2. Em maximo dv/dt estatico.
3.5.3. Em maximo dv/dt em comutacao.
3.5.4. Em curto circuitos e sobrecargas.
3.6.Protecgobes térmicas.
3.6.1. Dimensionamento do dissipador.
3.7. Aplicagdo em conversores electrénicos de poténcia.

O Transistor Bipolar de Jungao de Poténcia(BJT).

4.1. Estrutura interna. Caracteristica Vce versus Ic.
4.2. Caracteristicas eléctricas:
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4.2.1. Em tensdo: Vceo, Vcer, Vces, Vcex, Vbeo, Vcesat, Vbesat.
4.2.2. 3.2.2-Em corrente: Ic(max) em regime dc e pulsado, Ib(max).
4.2.3. Em poténcia: Pd(max) em regime continuo e pulsado.
4.3.Disrupgdes secundaria directa e inversa.
4.4. As areas seguras de funcionamento (SOA).
4.5. Funcionamento em comutacao e caracteristicas de comando da base.
4.5.1. Passagem ao estado de condugao:
4.5.1.1. Controlo da descida de Vce.
4.5.1.2. Influéncia da forma de onda de comando na entrada em condugao.
4.5.1.3. Escolha do valor do ganho forgado.
4.5.2. Passagem ao estado de bloqueio:
4.5.2.1. Controlo da descida de Ic.
4.5.2.2. Influéncia do valor do ganho forgado nos tempos de armazenamento.
4.5.2.3. Uso de malhas anti-saturagao (Baker Clamp)- Dimensionamento dos diodos.
4.6. Protecgdes eléctricas.
4.6.1. Os circuitos de auxilio a comutag¢ao: Dimensionamento
4.7.Protecgdes térmicas.
4.7.1. Dimensionamento do dissipador.
4.8.Condig¢des e métodos de protecgao contra curto circuitos e sobrecargas.
4.9. Estudo da configuragao Darlington em modo comutado.
4.9.1. Estrutura.
4.9.2. Passagem ao estado de condugao.
4.9.3. Passagem ao estado de bloqueio:
4.9.3.1. Com anulamento de Ib.
4.9.3.2. Com controlo de uma base.
4.9.3.3. Com controlo das duas bases, com e sem diodo de speed-up.
4.10. Exemplos de circuitos de comando e protecgao.
4.11. Aplicagcdo em conversores da electrénica de poténcia.

O Transistor Unipolar de Poténcia (MOSFET)
5.1.Estrutura interna e caracteristica Vds versus Id.
5.2. Caracteristicas eléctricas.
5.2.1. Em tensao: Vds, Vdgr e Vgs maximos. V(br)dss,Vgs(th) e Vsd (diodo).
5.2.2. Em corrente: Id continua e pulsada, Idss, Igss, Idr e Idrm.
5.2.3. Em poténcia: Pd maxima em regime continuo e pulsado.
5.3. Caracteristicas térmicas.
5.3.1. Tjmax, Raqi, Zqi.
5.3.2. As areas seguras de funcionamento (SOA).
5.4. Funcionamento em comutagao e caracteristicas de comando da porta.
5.4.1. Definicdo de Ciss, Coss, Crss, Rds(on) e gfs.
5.4.2. Passagem ao estado de condugéo.
5.4.2.1. Estudo das formas de onda Vds, Vgs e Id em comutagdo com cargas resistivas e
indutivas. definicdo de Qgs, Qgd e Qg.
5.4.3. Passagem ao estado de bloqueio.
5.4.3.1. Estudo das formas de onda Vds, Vgs e Id em comutacdo com cargas resistivas e
indutivas.
5.5. Protecgdes eléctricas.
5.5.1. Utilizagdo de CACs.
5.5.2. Protecgbes contra dv/dt.
5.5.3. Protecc¢des contra curto circuitos e sobrecargas.
5.6.Protecgbes térmicas.
5.6.1. Dimensionamento do dissipador.
5.7.Exemplos de circuitos de comando e protecgéao.
5.8. Aplicagdo em conversores electrénicos de poténcia.

O Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT).
6.1.Estrutura interna. Caracteristica Vce versus Ic.
6.2. Caracteristicas eléctricas.
6.2.1. Em tensao: Vces, Vggr(Rge), Vgemax, Vgeth, Vcesat.
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6.2.2. Em corrente: lcmax(dc) e Icp.
6.2.3. Em poténcia: Pdmax em regime continuo e pulsado.
6.3. Caracteristicas térmicas.
6.3.1. Tjmax, Roi, Zoi.
6.3.2. As areas seguras de funcionamento (SOA).
6.4. Funcionamento em comutagao e caracteristicas de comando da porta.
6.4.1. Definicdo de Ciss, Coss, Crss e dfs.
6.4.2. Passagem ao estado de condugéo e passagem ao estado de bloqueio. Controlo das
caracteristicas de comutacao.
6.5. Protecgdes eléctricas.
6.5.1. Utilizagdo de CACs.
6.5.2. Protecgao contra picos de tensao na porta.
6.5.3. Proteccgdo contra curto circuitos e sobrecargas.
6.6. Protecgdes térmicas.
6.6.1. Dimensionamento do dissipador.
6.7.Exemplos de circuitos de comando e protecgao.
6.8. Aplicagdo em conversores electronicos.

O Tiristor GTO.
7.1.Estrutura interna e caracteristica Vak versus lak.
7.2.Caracteristicas eléctricas.
7.21. Em tensdo: Vdsm, Vdrm, Vdwm, Vrsm, Vrwm, Vt, Vrgm, Vgt, Vgd, dv/dt, Vs (Udp).
7.2.2. Em corrente: Itgq, Itrms, Itav, Itgqr, Itggs, Il, 1h, di/dt, Igt, digt/dt.
7.2.3. Em poténcia: 12tmax, Pg(av), Pgm, Pd.
7.3. Funcionamento em comutacéo e caracteristicas de comando da porta.
7.3.1. Passagem ao estado de condugéo.
7.3.1.1. Influéncia da forma de onda de corrente da porta nas perdas de comutacéo.
7.3.1.2. Necessidade de corrente de manutengédo e de um tempo minimo no estado de
condugéo.
7.3.2. Passagem ao estado de bloqueio.
7.3.2.1. Influéncia do valor do ganho e do dlg/dt nos tempos de armazenamento e queda
e nas perdas de comutagao. Necessidade de um
7.3.2.2. tempo minimo no estado de bloqueio.
7.4.Protecgoes eléctricas.
7.4.1. Em maximo gradiente de corrente di/dt.
7.4.2. Em maximo gradiente de tensao dv/dt.
7.4.3. Em curto circuitos e sobrecargas
7.5. Protecgdes térmicas.
7.5.1. Dimensionamento do dissipador.
7.6. Aplicagdo em conversores electrénicos de poténcia.
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